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１．概要（Summary） 

 半導体デバイスの構成成分として、多種多様な金属

膜や絶縁膜が用いられている。それら金属膜や絶縁膜

が腐食するとデバイス特性を悪化させるため、半導体

製造プロセス用の処理液には腐食抑制することが求

められている。今回は半導体プロセス用の処理液を用

いて各膜種(酸化膜、多結晶 Si など)に対する腐食につ

いて評価を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

膜厚測定器 

 

 半導体プロセス用の処理液による浸漬処理前後の

膜厚を計測し、各種膜の厚さの減少量を腐食の目安と

して用いた（Fig.１)。 

 膜厚の計測には光干渉式膜厚測定装置 VM-1020 

(株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューショ

ンズ社製)を用いた。 

  

fig１．Diagram of film thickness evaluation 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

処理液のｐＨ及び構成成分（有機酸、有機アルカリ、

無機酸、無機アルカリ等）、浸漬時間、温度条件を変

更し各膜への影響を評価した。 

ｐＨ及び構成成分（有機酸、有機アルカリ、無機酸、

無機アルカリ等）、浸漬時間、温度条件から、処理液

の適正な構成成分や処理方法について知見を得るこ

とが出来た。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

 

６．関連特許（Patent） 
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